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【緒言】Naフラックス法で育成された GaN 単結晶は転位密度が低く GaN 系パワーデバイス用基

板としての応用が期待されている。一方で, Na フラックス法の特徴である Island 成長によって

Ga-Na 溶液が結晶中にインクルージョンとして取り込まれた場合, デバイス作製時にインクルー

ジョンが熱膨張すると基板内部で損傷が発生する可能性がある。今回, 結晶表面を常に約 0.1mm

の Ga-Naフラックス膜で覆いながら結晶成長させる“Flux-Film-Coated LPE (FFC-LPE)法(1)”によ

ってインクルージョンフリーの低転位 GaN 単結晶成長が可能となった。 

 

【実験】図 1に示すように, GaN 薄膜テンプ

レートを 830℃の Ga-Naフラックス液に浸漬

した後, 液外に取り出すことでGa-Naフラッ

クス膜形成を試みた。Ga-Na液は GaNテンプ

レートと濡れ性が無いため, フラックス液が

テンプレートから流れ落ちてしまう。

 

 

フラックスに極微量の Caまたは Srを添加す

ることで, これらの添加物が界面活性剤とし

て機能し, 約0.1mmのGa-Naフラックス膜が

形成される。その後, 約 30atm の窒素をフラ

ックス膜に溶解させることで Island成長を抑

止しながら平坦な GaN 膜成長を行う。 

 

【結果及び考察】FFC-LPE 成長過程を 3回繰

り返すことで数 10µmまで厚膜化可能である

ことを確認した(図 2)。各成長サイクルの界

面は確認されなかった。一回の FFC-LPE成

長によって,下地結晶内に含まれる転位密度 

 

 

 

 

 

 

 

は 2.5×106 cm-2へと 1/100 まで減少すること

が分かった。また成長表面は GaN の単分子

ステップで覆われている平坦膜であった。

GaN結晶中の不純物分析を行った結果, 界面

活性剤としてドーピングした Caも 2×1017 

cm-3 と低い値であることを確かめた。これら

の結果から, FFC-LPE法は高品質なGaN結晶

育成に有望である。 
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図 1. FFC-LPE 法による GaN 結晶成長の概念図 

図 2. FFC-LPE 法を 3 回繰り返して得られた GaN 結晶 
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